U 6548 DC 20 - U 6548 DC 35 Voridutige D

technische Daten

Schneller Statischer Schreib-/Lese-Speicher mit wahl-
freiem Zugriff (SRAM)

— Speicherkapazitat 4096 Bit

—~ Organisation 1 K X 4 Bit

~ Zugriffszeit/Zykluszeit 20 ns/30 ns (U 6548 DC 20) Grundtyp
35ns/50 ns (U 6548 DC 35) Anfalltyp

— Betriebsspannung 5V + 109,

— geringer Ruhestrom

— gemeinsame (bidirektionale) Datenein-/-ausgdnge

— Tristate-Ausgangsstufen

— Ein- und Ausgdnge fur den Typ U 6548 DC 35 TTL-kompatibel

— Adressenzwischenspeicherung

— Datenerhalt bis Ucc =2V

— CMOS Silizium Gate Technologie

— pinkompatibel zum U 224
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Greniwerte alle Spannungen sind auf Ugg = 0V bezogen

Spannungen an allen Pins

Verlustleistung
Lagertemperatur

Statische Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
Schlafspannung
L-Eingangsspannung?)
H-Eingangsspannung
Umgebungstemperatur

Usr

Py

19’519

OC 20

min max
UCC 4,5 5,5
Ucces 2
U”_ ~0,3 0,8
Ui UCC—-? Ucc 10,5
Vq 0 70

min max
0,5 7 Vv
0,5 wW
125 °C

DC 35

min max
4.5 55 V
2 \Y
--0,3 0.8 V
22 Uerec~05YV
0 70 °C

} Eine einmalige Unterschreitung bis —2 V fir die Dauer von 10 ns inner-
halb der Zykiuszeit ist zuldssig



Dynamische Betriebsbedingungen

U 6548 DC 20 U 6548 DC 35

E?:-Impulsdouer

negativ TCLCH 20 35 ns

positiv TcHeL 10 15 ns
AdrefBvorhaltezeit TAVCL S 10 ns
AdreBhaltezeit TCLAX 5 10 ns
WE-

Impulsdauer TWLWH 20 35 ns

Impulsvorhaltezeit TWLCH 20 35 ns

Impulshaltezeit TeLwH 20 35 ns
Datenvorhaltezeit TovwH 20 35 ns
Datenhaltezeit TWHDZ 0 0 ns
Schreib-Lese-Abstand TwHCL 0 0 ns
Lese-Schreib-Abstand Tovwi 0 0 ns
WE-Dotenverzégerungswit TwLDV 0 0 ns
Wj—Vorhalt TWLCL 0 0 ns
WE-Nachiauf TCHWH 0 0 ns
Zykluszeit TcicL 30 50 ns

U 6548
Kennwerte DC 20 DC 35
min max min max

Stromaufnohrne lcco 20 20 mA9)
Ruhestrom lccr 50 50 uAd)
Schlafstrom iccs 10 10 pAfY
Eingangsleckstrom am 1 1 nAd)
L-Ausgangsspannung UoL 0,4 0,4 V?)
H-Ausgangsspannung UoH 2.4 2,4 V¢)
CS-Zugriffszeit TcLpy 20 35 ns’)
Verzégerungszeit
CE —> Ausgang hochohmig TcHQz © 10 0 15 nsf)
WE — 5 Ausgang hochohmig TwLgz O 10 0 15 nst)
Eingangskapazitat C 5 5 pF)

Uce = 5.0V, f — 10 MHz, fir CS: Uy = Uss, Uy — YUcc
Ucec = 5.5V, UL - Ugg, Uiy = YUcc

Ucc = 3V, UL — Uss. Uiy — U

UCC - 4‘5 V. IOL == 8 FI"\A

Ucec = 45V, oy = -4 mA

Uce =5V, UL =Ugs, Uiy = Ycc

UCC . USS = 0, f = 1 MHz
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